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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและสร้างส่ิงประดิษฐ์ไดโอดเปล่งแสงจากสารก่ึงตวัน าอินทรีย ์

tris(8-hydroxyquinoline)aluminum (Alq3) ท าการสร้างไดโอดเปล่งแสงสารอินทรียสี์เขียว โดยมีขั้ว
น าไฟฟ้าโปร่งแสงเป็นฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) สารก่ึงตัวน า อินทรีย์ N,N’-
Di(naphthalen-1-yl)-N,N’-diphenyl-benzidine (NPB) เป็นชั้นส่งผา่นโฮล Alq3 เป็นทั้งชั้นเปล่งแสง
สีเขียว และชั้นส่งผา่นอิเล็กตรอน ลิเทียมฟลูออไรด ์(LiF) เป็นชั้นฉีดอิเล็กตรอนและ อลูมิเนียม (Al) 
เป็นขั้วไฟฟ้าแคโทด ท าการสร้างไดโอดเปล่งแสงสารอินทรียสี์แดงโดยท าการแทรกชั้นบางๆของ 
4-(Dicyanomethylene)-2-t-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethyljulolidyl-9-enyl)-4H-pyran (DCJTB) เป็น
ชั้นเปล่งแสงสีแดงเขา้ไประหวา่งชั้น NPB กบั Alq3 โดยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์
ท าการเปล่ียนแปลงความหนาของชั้นสารก่ึงตวัน าอินทรีย ์NPB กบั Alq3 และชั้นฉีดอิเล็กตรอน LiF 
ท าให้มีผลต่อสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของไดโอดเปล่งแสงสารอินทรีย์ท่ีสร้างข้ึน โดยท่ี
ค่ากระแสและค่าความส่องสว่างของไดโอดเปล่งแสงสารอินทรียจ์ะเพิ่มข้ึนเม่ือความหนาของชั้น
สารก่ึงตวัน าอินทรีย ์NPB, Alq3 และ LiF ลดลง จากผลการทดลองไดไ้ดโอดเปล่งแสงสารอินทรียสี์
เขียวโครงสร้างท่ีเหมาะสมคือ ITO(200 nm)/NPB(30 nm)/Alq3(50 nm)/LiF(1 nm)/Al(200 nm) วดั
ค่าความส่องสว่างสูงสุดได้ 2,687 แคนเดลาต่อตารางเมตร (Cd/m2) ท่ีค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 14 
โวลต ์ไดโอดเปล่งแสงสารอินทรียสี์แดงสร้างโดยท าการแทรกชั้น DCJTB 1 nm เขา้ไประหวา่งชั้น 
NPB กบั Alq3 โครงสร้างท่ีเหมาะสมคือ ITO(200 nm)/NPB(30 nm)/DCJTB(1 nm)/Alq3(50 
nm)/LiF(1 nm)/Al(200 nm) วดัค่าความส่องสวา่งสูงสุดได ้129 แคนเดลาต่อตารางเมตร (Cd/m2) ท่ี
ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 15 โวลต ์
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ABSTRACT 
This research is a study of organic light-emitting diode (OLED) fabricated from tris(8-

hydroxyquinoline)aluminum (Alq3).  The green OLED structure consists of indium tin oxide 
(ITO) as anode, N,N’-Di(naphthalen-1-yl)-N,N’-diphenyl-benzidine (NPB) as a hole transport 
layer (HTL), Alq3 as an emitting layer (EML) also an electron transport layer (ETL), lithium 
fluoride (LiF) as an electron injection layer (EIL) and aluminum (Al) as a cathode. While a red 
OLED was fabricated by using 4-(Dicyanomethylene)-2-t-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethyljulolidyl-
9-enyl)-4Hpyran (DCJTB) inserted between NPB and Alq3. In OLED structure, we varied the 
thickness of NPB, Alq3 and LiF. It was found that the electrical and optical characteristics of 
OLED depended on the thickness of NPB, Alq3 and LiF. The current and luminance intensity of 
OLED increase when the thickness of  NPB, Alq3 and LiF was decreasing. The green OLED 
structure optimization is ITO(200 nm)/NPB(30 nm)/Alq3(50 nm)/LiF(1 nm)/Al  (200 nm), which 
showed the highest luminance intensity of 2,687 Cd/m2 at a bias voltage of 14 V.  The red OLED 
structure optimization is ITO(200 nm)/NPB(30 nm)/DCJTB(1 nm)/Alq3(50 nm)/LiF (1 
nm)/Al(200 nm), which showed the highest luminance intensity of 129 Cd/m2 at a bias voltage of 
15 V.  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดอ้ยา่งดี ดว้ยค าแนะน า และค าปรึกษาจาก รศ.ดร.จิติ หนูแกว้ ซ่ึง
เป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
ขา้พเจา้รู้สึกทราบซ้ึงในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารยท์ั้งสองท่านในทุกดา้น และขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง  

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี  ท่ีให้ค  าแนะน าและใช้เค ร่ือง UV-Vis 
Spectrophotometer  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาฟิสิกส์ประยกุต ์ คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัทุก ๆ ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาใหก้บัขา้พเจา้ 
 ขอขอบคุณพี่หน่อง และพี่ดอนท่ีใหค้  าปรึกษาในทุกๆ ดา้น ช่วยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และ
ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง (ITO) ในการท าวจิยั รวมทั้งช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของวทิยานิพนธ์ไดเ้ป็น
อยา่งดี ขอบขอบคุณพี่ๆ ทุกคนในหอ้งปฏิบติัการวจิยัควอนตมัและสารก่ึงตวัน าทางแสงท่ีคอยให้
ค  าปรึกษา และใหก้ าลงัใจในการท างานเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณคุณหมอทิพย ์ พี่สาวท่ีช่วยผา่ตดัไส้ต่ิงจนหายทนัก่อนสอบวทิยานิพนธ์ และเป๊ก
ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงานวจิยัท่ีคอยใหค้  าปรึกษาแกปั้ญหาและคอยช่วยเหลือกนัในทุกดา้น และในการ
ท างานวจิยัจนประสบความส าเร็จ 
 ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีทย (TGIST) ท่ีสนบัสนุนทางดา้น
ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดบัปรัญญาโท 
 ขอขอบคุณบุคคลท่ีขา้พเจา้ไม่ไดเ้อ่ยนามทุกท่าน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือค าแนะน าต่างๆ  และ
คอยใหก้ าลงัใจเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีเป็นก าลงัใจ 
และใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้น ท าใหข้า้พเจา้สามารถท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   

คุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณ
ทุกท่าน 
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